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В данной работе рассматривается модель кислородсодержащего преципитата в кристалле кремния, образующегося в результате распада пересыщенного твёрдого раствора кислорода. Для определения напряжений на границе преципитат-матрица и оценки условий призматического выдавливания окружающей преципитат дислокационной петли предложена модель, основанная на классическом подходе Эшелби, позволяющая определить трёхмерное поле напряжений на границе преципитата. На основе рассчитанного трёхмерного поля напряжений на границе преципитат-матрица определены сдвиговые напряжения, действующие на полную дислокационную петлю во всех возможных системах скольжения {111}<110>. На основе выполненных расчетов и экспериментальных данных по величине пороговых сдвиговых напряжений в реальных пластинах кремния, содержащих в качестве геттерирующей среды кислородсодержащие преципитаты, высказано предположение об их составе.
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